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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　絶縁樹脂層が、銅張積層板の両面の銅箔に該銅張積層板及び銅張積層板の銅箔より一回
り小さいサイズの銅箔（内層）を介して接着された回路形成用支持基板であって、
　前記銅張積層板及び銅張積層板の銅箔より一回り小さいサイズの銅箔（内層）が、前記
銅張積層板の両面の銅箔上に直接配置され、
　前記絶縁樹脂層の内層側が、前記銅張積層板の銅箔と、前記銅張積層板及び銅張積層板
の銅箔より一回り小さいサイズの銅箔（内層）の４辺端で接着され、前記絶縁樹脂層の外
層側に、銅箔（外層）が配置される回路形成用支持基板。
【請求項２】
　請求項１において、絶縁樹脂層の外層側に配置される銅箔（外層）が、キャリア箔と銅
箔とを備えるピーラブルタイプの銅箔である回路形成用支持基板。
【請求項３】
　請求項２において、ピーラブルタイプの銅箔に備えられる銅箔が、厚み０．１～３．０
μｍの極薄銅箔である回路形成用支持基板。
【請求項４】
　以下のａ～ｈの工程により製造される半導体素子搭載用パッケージ基板の製造方法。
ａ．銅張積層板と、該銅張積層板の両面の銅箔上に直接配置され、前記該銅張積層板及び
銅張積層板の銅箔より一回り小さいサイズの銅箔（内層）と、該銅箔より大きなサイズと
なる絶縁樹脂層と、該絶縁樹脂側（外層）に配置される銅箔と、を有する回路形成用支持
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基板を形成する工程、
ｂ．絶縁樹脂側（外層）に配置される銅箔から銅箔側（内層）に向かって接続用の非貫通
孔を形成する工程、
ｃ．絶縁樹脂側（外層）に配置される銅箔と銅箔（内層）を結ぶ非貫通孔部分を電解銅め
っき又は無電解めっきにより接続させる工程、
ｄ．絶縁樹脂側（外層）に配置される銅箔をサブトラクティブ工法またはセミアディティ
ブ工法にて配線形成し、第１の配線導体を形成する工程、
ｅ．第１の配線導体表面に絶縁樹脂との密着力を得るための粗化処理をする工程、
ｆ．絶縁樹脂を、工程ｅで粗化処理を施した第１の配線導体と接するように配置し、前記
絶縁樹脂側（外層）にさらに銅箔を配置し、加熱加圧して積層する工程、
ｇ．銅箔（内層）の大きさより一回り小さいサイズで裁断し、支持体である銅張積層板か
ら絶縁樹脂層を離脱させる工程、
ｈ．裁断により、支持体から分離されることで露出する銅箔層をサブトラクティブ工法ま
たはセミアディティブ工法にて配線形成する工程。
【請求項５】
　請求項４において、ｄ工程後、ｅ工程、ｆ工程及びｂ工程からｄ工程を繰り返し行うこ
とによって得られるビルドアップ構造を有する半導体素子搭載用パッケージ基板の製造方
法。
【請求項６】
　請求項４又は５において、工程ｃ後、ｇ工程を経て、絶縁樹脂側（外層）及びｇ工程に
より露出する銅箔をサブトラクティブ工法にて得られる配線を有する半導体素子搭載用パ
ッケージ基板の製造方法。
【請求項７】
　請求項４又は５において、工程ｂ後、ｇ工程を経て、絶縁樹脂側（外層）及びｇ工程に
より露出する銅箔をセミアディティブ工法にて形成してなる配線を有する半導体素子搭載
用パッケージ基板の製造方法。
【請求項８】
　請求項４～７の何れかにおいて、工程ａにおける銅張積層板及び銅箔上に支持基板化す
る際の絶縁樹脂層が、厚さ０．０３ｍｍ以上である半導体素子搭載用パッケージ基板の製
造方法。
【請求項９】
　請求項４～８の何れかにおいて、工程ａにおける銅箔（内層）の厚さが７μｍ以上であ
る半導体素子搭載用パッケージ基板の製造方法。
【請求項１０】
　請求項４～９の何れかにおいて、工程ａにおける銅張積層板の銅箔の厚さが７μｍ以上
である半導体素子搭載用パッケージ基板の製造方法。
【請求項１１】
　請求項４～１０の何れかにおいて、工程ｂにおける非貫通孔がレーザーによって形成さ
れる半導体素子搭載用パッケージ基板の製造方法。
【請求項１２】
　請求項４～１１の何れかにおいて、工程ｇにおける離脱が物理的な裁断にておこなわれ
る半導体素子搭載用パッケージ基板の製造方法。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、回路形成用支持基板、及び半導体素子搭載用パッケージ基板の製造方法に関
するものである。
【背景技術】
【０００２】
　近年、電子機器の小型化、軽量化、多機能化が一段と進み、これに伴ない、配線の高集
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積化と小型化が急速に進み、配線の微細化が進んでいる。また、半導体パッケージ用基板
には、セラミック基板が用いられていたが、近年では、価格と加工の容易さから、有機樹
脂基板を用いるようになり、配線板の技術が多く取り入れられている。このような半導体
パッケージ用基板を用いた半導体パッケージでは、半導体の集積度が向上するに従い、入
力端子数が増加している。従って、多くの出力端子数を有する半導体パッケージが必要に
なった。
【０００３】
　一般に、入出力端子はパッケージの周辺に一列配置するタイプと、周辺だけでなく内部
まで多列に配置するアレイタイプがある。前者は、ＱＦＰ（Ｑｕａｄ　Ｆｌａｔ　Ｐａｃ
ｋａｇｅ）が代表的である。これを多端子化する場合は、端子ピッチを縮小することが必
要であるが、０．５ｍｍピッチ以下の領域では、配線板との接続に高度な技術が必要とな
る。後者のアレイタイプは比較的大きなピッチで端子配列が可能なため、多ピン化に適し
ている。従来、アレイタイプは接続ピンを有するＰＧＡ（Ｐｉｎ　Ｇｒｉｄ　Ａｒｒａｙ
）が一般的であるが、配線板との接続は挿入型となり、表面実装には適していない。この
ため、表面実装可能なＢＧＡ（Ｂａｌｌ　Ｇｒｉｄ　Ａｒｒａｙ）と称するパッケージが
主流となっている。
【０００４】
　また、電子機器の小型化に伴って、パッケージサイズの更なる小型化の要求が強くなっ
ている。この小型化に対応するものとして、半導体チップとほぼ同等のサイズの、いわゆ
るチップサイズパッケージ（ＣＳＰ；Ｃｈｉｐ　Ｓｉｚｅ／Ｓｃａｌｅ　Ｐａｃｋａｇｅ
）が提案されている。これは、半導体チップの周辺部でなく、実装領域内に外部配線基板
との接続部を有するパッケージである。具体例としては、バンプ付きポリイミドフィルム
を半導体チップの表面に接着し、チップと金リード線により電気的接続を図った後、エポ
キシ樹脂をポッティング封止するもの（非特許文献１）や仮基板上に半導体チップ及び外
部配線基板との接続部に相当する位置に金属バンプを形成し、半導体チップをフェースダ
ウンボンディング後、仮基板上でトランスファーモールドしたもの（非特許文献２）等が
ある。
【０００５】
　一方、微細配線の形成においても、エッチングにより配線を形成するサブトラクティブ
法で歩留り良く形成できる配線は、導体幅（Ｌ）／導体間隙（Ｓ）＝５０μｍ／５０μｍ
程度である。更に微細な導体幅／導体間隙＝３５μｍ／３５μｍ程度の配線になると、例
として、特許文献１にあるように、基材表面に比較的薄いめっき層を形成しておき、その
上にめっきレジストを形成して、電気めっきで導体を必要な厚さに形成し、その後、レジ
スト剥離後、該薄いめっき層をソフトエッチングで除去するというセミアディティブ法が
注目されている。また、薄いめっき層の代わりに加熱・加圧プレス法で形成されるキャリ
ア付ピーラブル銅箔を形成後、キャリアを除去して薄い銅箔層を形成する方法も検討され
ている。更に微細な導体幅／導体間隙＝２５μｍ／２５μｍ未満の配線になると、銅箔や
粗化めっきや化学粗化の粗化形状が１～３μｍ程度あるため、その粗化層をエッチングす
るために過剰にエッチングする必要性があり配線が細くなったり、配線幅のバラツキが大
きくなったりするという理由で、スパッタリング法を用いた薄膜を用いて、その上にめっ
きレジストを形成して、電気めっきで導体を必要な厚さに形成し、その後、レジスト剥離
後、スパッタ薄膜層をソフトエッチングで除去するセミアディティブ法で配線形成を行っ
ている。
【０００６】
　通常の半導体素子搭載用パッケージ基板の層構成は偶数層（２層、４層、６層、・・・
）の仕上がりとなっている。これは、コア層と呼ばれる中心層（偶数層）をまず作製し、
その両面に層を逐次形成していくプロセスが主流なためである。従って、本来奇数層分で
納まる配線構造であっても最低１層分を加えて偶数層にする必要があった。（図６）
【０００７】
　必要最低限の層数を有する基板を作製する方法の１つに、ある程度の厚さを有する金属
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板上に第１の回路形成を施し、絶縁樹脂により絶縁層を形成し、絶縁層上に第２の回路を
形成し、かつ第１と第２の回路を接続させる非貫通孔を形成後、該金属板を化学的エッチ
ング法により除去して回路基板を得る方法がある。しかしこの場合、配線形成は金属板の
片側に限られてしまうため（図７）、生産効率はよくないという問題があった。更に金属
板の片側に層数を積み重ねていくため、金属板と積層する層との熱膨張係数の違いから、
製造工程中に基板全体に反りが発生し、微細配線形成精度が著しく低下するという問題が
あった。
【０００８】
　一方、金属板の代わりに、例えば、特許文献２にあるように、離脱が可能な両面銅箔の
付いた基板を支持基板として使うことが可能となれば、両面同時に回路パターンが形成で
きるため、生産性は金属板を支持層に使った場合の２倍となる。更に表裏に積層していく
ため、製造中の反りに関して基板全体のバランスが良く、安定して微細配線を形成するこ
とができる。
【０００９】
　このような支持基板層からの絶縁樹脂層の離脱を伴なう基板の製造においては、離脱時
の、例えば剥がし作業などの機械的応力、または化学エッチングによる金属層の溶解離脱
などの化学的応力による絶縁樹脂層への負荷を最小限に留める必要がある。また、離脱後
の銅箔への配線形成のためには、離脱前までの製造工程において、製造薬液汚染、有機物
汚染及び加熱による合金層の形成などの離脱界面の表面変性がないことが求められる。
【先行技術文献】
【非特許文献】
【００１０】
【非特許文献１】ＮＩＫＫＥＩ　ＭＡＴＥＲＩＡＬＳ　＆　ＴＥＣＨＮＯＬＯＧＹ）　９
４．４、Ｎｏ．１４０、ｐ１８－１９
【非特許文献２】Ｓｍａｌｌｅｓｔ　Ｆｌｉｐ－Ｃｈｉｐ－Ｌｉｋｅ　Ｐａｃｋａｇｅ　
ＣＳＰ；Ｔｈｅ　Ｓｅｃｏｎｄ　ＶＬＳＩ　Ｐａｃｋａｇｉｎｇ　Ｗｏｒｋｓｈｏｐ　ｏ
ｆ　Ｊａｐａｎ、ｐ４６－５０、１９９４
【特許文献】
【００１１】
【特許文献１】特開平１１－１８６７１６号公報
【特許文献２】特開２００５－１０１１３７号公報
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【００１２】
　本発明は、配線密度に優れ、基板の薄型化が可能な低コストで接続信頼性の高い半導体
素子搭載用パッケージ基板の製造方法と、これを作製する工程において必要となる回路形
成用支持基板を提供することを目的とする。
【課題を解決するための手段】
【００１３】
　本発明は、絶縁樹脂層が、銅張積層板の両面の銅箔に該銅張積層板及び銅張積層板の銅
箔より一回り小さいサイズの銅箔（内層）を介して接着された回路形成用支持基板であっ
て、前記銅張積層板及び銅張積層板の銅箔より一回り小さいサイズの銅箔（内層）が、前
記銅張積層板の両面の銅箔上に直接配置され、前記絶縁樹脂層の内層側が、前記銅張積層
板の銅箔と、前記銅張積層板及び銅張積層板の銅箔より一回り小さいサイズの銅箔（内層
）の４辺端で接着され、前記絶縁樹脂層の外層側に、銅箔（外層）が配置される回路形成
用支持基板に関する。
　また、本発明は、以下のａ～ｈの工程により製造される半導体素子搭載用パッケージ基
板の製造方法に関する。
ａ．銅張積層板と、該銅張積層板の両面の銅箔上に直接配置され、前記該銅張積層板及び
銅張積層板の銅箔より一回り小さいサイズの銅箔（内層）と、該銅箔より大きなサイズと
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なる絶縁樹脂層と、該絶縁樹枝側（外層）に配置される銅箔と、を有する回路形成用支持
基板を形成する工程、
ｂ．絶縁樹脂側（外層）に配置される銅箔から銅箔側（内層）に向かって接続用の非貫通
孔を形成する工程、
ｃ．絶縁樹脂側（外層）に配置される銅箔と銅箔（内層）を結ぶ非貫通孔部分を電解銅め
っき又は無電解めっきにより接続させる工程、
ｄ．絶縁樹脂側（外層）に配置される銅箔をサブトラクティブ工法またはセミアディティ
ブ工法にて配線形成し、第１の配線導体を形成する工程、
ｅ．第１の配線導体表面に絶縁樹脂との密着力を得るための粗化処理をする工程、
ｆ．絶縁樹脂を、工程ｅで粗化処理を施した第１の配線導体と接するように配置し、前記
絶縁樹脂側（外層）にさらに銅箔を配置し、加熱加圧して積層する工程、
ｇ．銅箔（内層）の大きさより一回り小さいサイズで裁断し、支持体である銅張積層板か
ら絶縁樹脂層を離脱させる工程、
ｈ．裁断により、支持体から分離されることで露出する銅箔層をサブトラクティブ工法ま
たはセミアディティブ工法にて配線形成する工程。
【発明の効果】
【００１４】
　本発明の回路形成用支持基板を用いることによって、配線密度に優れた半導体素子搭載
用パッケージ基板及び半導体パッケージを効率よく製造することが出来る。
　本発明の半導体素子搭載用パッケージ基板の製造方法は、必要最低限の層数で配線収納
が可能なことから、層数を低減させ、総板厚が従来よりも薄い半導体素子搭載用パッケー
ジ基板の作製を可能にする。
【００１５】
　また、本発明における回路形成用支持基板の銅張積層板は、通常のガラスクロスに熱硬
化性樹脂を含浸させた基材、フィルム材、あるいは金属板の両面に接着剤を配置した基材
などの両面に、銅箔を加熱加圧接着した銅張積層板とすることで、支持基板の両面へ絶縁
樹脂層を形成することができ、両面同時に配線形成を実施できる。
【００１６】
　絶縁樹脂層と同等の熱膨張係数を有する基材または絶縁樹脂層と同一材料を銅張積層板
の材料として選択し、それを支持基板とすることで、製造中における加熱及び冷却時の支
持基板と絶縁樹脂層間の熱挙動差が近いものとなり、アルミなどの純金属板やステンレス
を用いた支持基板による半導体素子搭載用基板の製造に比べ、熱膨張差による基板への反
りや歪みの発生を抑制することを可能とし、また、支持基板の除去のための化学エッチン
グ処理も実施する必要がなくなる。
【００１７】
　さらに、離型フィルムなどの有機離型材を支持基板として用いた半導体素子搭載用基板
の製造に比べ、離型材の接着面となる銅箔表面における離型材の残渣や加熱時の変性によ
る有機表面汚染を防ぐことができる。
【００１８】
　銅張積層板及び絶縁樹脂層よりも一回り小さいサイズの銅箔を内層として加圧接着する
ことで、銅箔端部は銅張積層板と絶縁樹脂の接着部に保護され、製造中の離脱界面へのめ
っき液やエッチング液の流入を防止し、離脱界面の銅箔表面の薬液汚染を防ぐことができ
る。
【００１９】
　銅張積層板と対向するように銅箔が配置されることにより、基板製造時の加熱時（最高
２５０℃の積層成形）においても銅箔表面の劣化や変性を防止することができる。
【００２０】
　銅箔よりも一回り小さいサイズで裁断することにより、銅張積層板と絶縁樹脂層の接着
部は除去され、求める絶縁樹脂層を離脱することが容易に可能となり、離型フィルムなど
の有機離型材を支持基板として用いた半導体素子搭載用基板の製造に比べ、剥がし作業な
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どの基板変形要因となるストレスを防ぐことができる。
【図面の簡単な説明】
【００２１】
【図１】本発明の回路形成用支持基板の説明図。
【図２】本発明のプロセスの説明図。
【図３】本発明のプロセスの説明図。
【図４】本発明のプロセスの説明図。
【図５】本発明のプロセスの説明図。
【図６】従来の回路形成を示す説明図。
【図７】従来の金属板を支持層とした回路形成を示す説明図。
【発明を実施するための形態】
【００２２】
　以下、本発明の実施の一形態を詳細に記載する。まずコア基板１を作製する。コア基板
１を作製する場合、図１に示すように、銅張積層板２の両側に銅張積層板よりも小さなサ
イズの銅箔３を配し、さらに絶縁樹脂層４としてプリプレグ４と、外層に相当する銅箔５
を配置し、加熱加圧により接着積層する。
【００２３】
　銅張積層板２と絶縁樹脂層４が銅箔３の４辺端部で接着されるように、銅箔３は構成材
である銅張積層板２と絶縁樹脂層４の中心近傍へ配置することが望ましい。この時、銅箔
３のサイズは、銅張積層板２のサイズより縦横方向とも１５ｍｍ以上小さいことが望まし
い。また、絶縁樹脂層４及び銅箔５のサイズは、銅張積層板２よりも大きいことが望まし
い。さらに、銅箔３、銅張積層板２、絶縁樹脂層４及び銅箔５のサイズは、銅箔３の上に
、後に半導体素子搭載用パッケージ基板となる領域がｍ行×ｎ列のブロック状に複数個形
成出来る程度に十分な大きさを有していることが半導体パッケージを効率よく生産出来る
点で好ましい。
【００２４】
　コア基板１の加熱加圧による接着積層後、基板端面を裁断する際は、銅箔３の端面より
も１辺当たり５ｍｍ以上外側で裁断されることが望ましい。
【００２５】
　樹脂とのピール強度が得られるように銅箔３の粗化面が絶縁樹脂層４へ接着するように
配置することが望ましい。また、銅張積層板２と絶縁樹脂層４の接着強度を得るため、銅
張積層板２の銅箔表面にこぶ状の電着物層（浴にやけめっきといわれる）を形成させたり
、酸化処理、還元処理、エッチングを行ったりする粗し処理を施しても良い。
【００２６】
　支持基板として使用する基板は、通常のガラスクロスに熱硬化性樹脂を含浸させた基材
、フィルム材、あるいは金属板の両面に接着剤を配置した基材などの両面に、銅箔を加熱
加圧接着した銅張積層板であることが望ましい。
【００２７】
　絶縁樹脂層４ならびに銅張積層板２に使用されるプリプレグ４は、絶縁組成物を基材に
含浸又は塗工してなるものであり、基材としては各種の電気絶縁材料用積層板に用いられ
る周知のものが使用出来る。基材の材質例としては、Ｅガラス、Ｄガラス、Ｓガラス又は
Ｑガラス等の無機物繊維、ポリイミド、ポリエステル又はテトラフルオロエチレン等の有
機繊維、及びそれらの混合物等が挙げられる。これらの基材は、例えば織布、不織布、ロ
ービンク、チョップドストランドマット、サーフェシングマット等の形状を有するが、材
質及び形状は、目的とする成形物の用途や性能により選択され必要により単独もしくは２
種類以上の材質及び形状からの使用が可能である。基材の厚みは特に制限はないが、通常
０．０３～０．５ｍｍ程度のものを使用し、シランカップリング剤等で表面処理したもの
や機械的に開繊処理を施したものは耐熱性や耐湿性、加工性の面から好適である。
【００２８】
　樹脂組成物は、プリント配線板の絶縁材料として用いられる公知慣用の樹脂組成物を用
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いることが出来る。通常、耐熱性、耐薬品性の良好な熱硬化性樹脂がベースとして用いら
れ、熱硬化性樹脂としては、フェノール樹脂、エポキシ樹脂、シアネート樹脂、マレイミ
ド樹脂、イソシアネート樹脂、ベンゾシクロブテン樹脂、ビニール樹脂などが例示される
が、これらに限定されるわけではない。熱硬化性樹脂は、１種類のものを単独で用いても
良いし、２種類以上を混合して用いても良い。
【００２９】
　熱硬化性樹脂の中でも、エポキシ樹脂は耐熱性、耐薬品性、電気特性に優れ、比較的安
価であることから、絶縁樹脂として広く用いられており特に重要である。エポキシ樹脂と
しては、ビスフェノールＡ型エポキシ樹脂、ビスフェノールＦ型エポキシ樹脂、ビスフェ
ノールＳ型エポキシ樹脂、脂環式エポキシ樹脂、脂肪族鎖状エポキシ樹脂、フェノールノ
ボラック型エポキシ樹脂、クレゾールノボラック型エポキシ樹脂、ビスフェノールＡノボ
ラック型エポキシ樹脂、ビスフェノールのジグリシジルエーテル化物、ナフタレンジオー
ルのジグリシジルエーテル化物、フェノール類のジグリシジルエーテル化物、アルコール
類のジグリシジルエーテル化物、及びこれらのアルキル置換体、ハロゲン化物、水素添加
物などが例示される。エポキシ樹脂は、１種類のものを単独で用いても良いし、２種類以
上を混合して用いても良い。また、このエポキシ樹脂とともに用いる硬化剤はエポキシ樹
脂を硬化させるものであれば、限定することなく使用でき、例えば、多官能フェノール類
、多官能アルコール類、アミン類、イミダゾール化合物、酸無水物、有機リン化合物及び
これらのハロゲン化物などがある。これらのエポキシ樹脂硬化剤は、１種類のものを単独
で用いても良いし、２種類以上を混合して用いても良い。
【００３０】
　シアネート樹脂は、加熱によりトリアジン環を繰り返し単位とする硬化物を生成する樹
脂であり、硬化物は誘電特性に優れているため、特に高周波特性が要求される場合などに
用いられることが多い。シアネート樹脂としては、２、２－ビス（４－シアナトフェニル
）プロパン、ビス（４－シアナトフェニル）エタン、２、２－ビス（３、５ジメチル－４
－シアナトフェニル）メタン、２、２－（４－シアナトフェニル）―１、１、１、３、３
、３－ヘキサフルオロプロパン、α、α‘－ビス（４－シアナトフェニル）―ｍ－ジイソ
プロピルベンゼン、フェノールノボラック及びアルキルフェノールノボラックのシアネー
トエステル化物等が挙げられる。その中でも、２、２－ビス（４－シアナトフェニル）プ
ロパンは硬化物の誘電特性と硬化性のバランスが特に良好であり、コスト的にも安価であ
るため好ましい。またシアネートエステル化合物は、１種類を単独で用いても良く、２種
類以上を混合して用いても良い。また、ここで用いられるシアネートエステル化合物は予
め一部が三量体や五量体にオリゴマー化されていても構わない。さらに、シアネート樹脂
に対して硬化触媒や硬化促進剤を入れても良い。硬化触媒としては、マンガン、鉄、コバ
ルト、ニッケル、銅、亜鉛等の金属類が用いられ、具体的には、２－エチルヘキサン酸塩
、オクチル酸塩等の有機金属塩及びアセチルアセトン錯体などの有機金属錯体として用い
られる。これらは、単独で使用しても良いし、２種類以上を混合して使用しても良い。硬
化促進剤としてはフェノール類を使用することが好ましく、ノニルフェノール、パラクミ
ルフェノールなどの単官能フェノールや、ビスフェノールＡ、ビスフェノールＦ、ビスフ
ェノールＳなどのニ官能フェノールあるいはフェノールノボラック、クレゾールノボラッ
クなどの多官能フェノールなどを用いることができる。これらは、単独で使用しても良い
し、２種類以上を混合して使用しても良い。
【００３１】
　絶縁材料として用いられる樹脂組成物には、誘電特性、耐衝撃性、フィルム加工性など
を考慮して、熱可塑性樹脂がブレンドされてあっても良い。熱可塑性樹脂としては、フッ
素樹脂、ポリフェニレンエーテル、変性ポリフェニレンエーテル、ポリフェニレンスルフ
ィド、ポリカーボネート、ポリエーテルイミド、ポリエーテルエーテルケトン、ポリアク
リレート、ポリアミド、ポリアミドイミド、ポリブタジエンなどが例示されるが、これら
に限定されるわけではない。熱可塑性樹脂は、１種類のものを単独で用いても良いし、２
種類以上を混合して用いても良い。
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【００３２】
　熱可塑性樹脂の中でも、ポリフェニレンエーテル及び変性ポリフェニレンエーテルを配
合すると、硬化物の誘電特性が向上するので有用である。ポリフェニレンエーテル及び変
性ポリフェニレンエーテルとしては、例えば、ポリ（２、６－ジメチルー１、４－フェニ
レン）エーテル、ポリ（２、６－ジメチルー１、４－フェニレン）エーテルとポリスチレ
ンのアロイ化ポリマー、ポリ（２、６ジメチル－１、４－フェニレン）エーテルとスチレ
ンーブタジエンコポリマーのアロイ化ポリマー、ポリ（２、６－ジメチルー１、４－フェ
ニレン）エーテルとスチレン－無水マレイン酸コポリマーのアロイ化ポリマー、ポリ（３
、６－ジメチルー１、４－フェニレン）エーテルとポリアミドのアロイ化ポリマー、ポリ
（２、６－ジメチルー１、４－フェニレン）エーテルとスチレン－ブタジエン－アクリロ
ニトリルコポリマーのアロイ化ポリマーなどが挙げられる。また、ポリフェニレンレンエ
ーテルに反応性、重合性を付与するために、ポリマー鎖末端にアミン基、エポキシ基、カ
ルボキシル基、スチリル基などの官能基を導入したり、ポリマー鎖側鎖にアミン基、エポ
キシ基、カルボキシル基、スチリル基、メタクリル基などの官能基を導入してもよい。
【００３３】
　熱可塑性樹脂の中でも、ポリアミドイミド樹脂は、耐熱性、耐湿性に優れることに加え
、金属に対する接着剤が良好であるので有用である。ポリアミドイミドの原料のうち、酸
成分としては、無水トリメリット酸、無水トリメリット酸モノクロライド、アミン成分と
しては、メタフェニレンジアミン、パラフェニレンジアミン、４、４‘－ジアミノジフェ
ニルエーテル、４、４’－ジアミノジフェニルメタン、ビス［４－（アミノフェノキシ）
フェニル］スルホン、２、２‘－ビス［４－（４－アミノフェノキシ）フェニル］プロパ
ンなどが例示されるが、これに限定されるわけではない。乾燥性を向上させるためにシロ
キサン変性としても良く、この場合、アミノ成分にシロキサンジアミンが用いることがで
きる。フィルム加工性を考慮すると、分子量は５万以上のものを用いるのが好ましい。
【００３４】
　絶縁材料として用いられる樹脂組成物には、無機フィラーが混合されてあっても良い。
無機フィラーとしては、アルミナ、水酸化アルミニウム、水酸化マグネシウム、クレー、
タルク、三酸化アンチモン、五酸化アンチモン、酸化亜鉛、溶融シリカ、ガラス粉、石英
粉、シラスバルーンなどが挙げられる。これら無機フィラーは単独で使用しても良いし、
２種類以上を混合して使用してもよい。
【００３５】
　絶縁材料として用いられる樹脂組成物は、有機溶媒を含有しても良い。有機溶媒として
は、ベンゼン、トルエン、キシレン、トリメチルベンゼンのような芳香族炭化水素系溶媒
；アセトン、メチルエチルケトン、メチルイソブチルケトンのようなケトン系溶媒；テト
ラヒドロフランのようなエーテル系溶媒；イソプロパノール、ブタノールのようなアルコ
ール系溶媒；２－メトキシエタノール、２－ブトキシエタノールのようなエーテルアルコ
ール溶媒；Ｎ－メチルピロリドン、Ｎ、Ｎ－ジメチルホルムアミド、Ｎ、Ｎ－ジメチルア
セトアミドのようなアミド系溶媒などを、適宜併用してもよい。プリプレグを作製する場
合におけるワニス中の溶媒量は４０～８０質量％の範囲とすることが好ましく、また、ワ
ニスの粘度は２０～１００ｃＰの範囲が望ましい。
【００３６】
　絶縁材料として用いられる樹脂組成物は難燃剤を含有しても良い。難燃剤としては、デ
カブロモジフェニルエーテル、テトラブロモビスフェノールＡ、テトラブロモ無水フタル
酸、トリブロモフェノールなどの臭素化合物、トリフェニルフォスフェート、トリキシレ
ルフォスフェート、クレジルジフェニルフォスフェートなどのリン化合物、水酸化マグネ
シウム、水酸化アルミニウムなどの金属水酸化物、赤リン及びその変性物、三酸化アンチ
モン、五酸化アンチモンなどのアンチモン化合物、メラミン、シアヌール酸、シアヌール
酸メラミンなどのトリアジン化合物など公知慣用の難燃剤を用いることができる。
【００３７】
　絶縁材料として用いられる樹脂組成物に対して、さらに必要に応じて硬化剤、硬化促進
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剤、熱可塑性粒子、着色剤、紫外線不透過剤、酸化防止剤、還元剤などの各種添加剤や充
填剤を加えて調製する。
【００３８】
　通常、該基材に対する樹脂組成物の付着量が、乾燥後のプリプレグの樹脂含有率で２０
～９０％となるように基材に含浸又は解塗工した後、通常１００～２００℃の温度で１～
３０分加熱乾燥し、半硬化状態（Ｂステージ状態）のプリプレグを得る。このプリプレグ
を通常１～２０枚重ね、その両面に銅箔を配置した構成で加熱加圧する。成形条件として
は通常の銅張積層板の手法が適用できる。例えば多段プレス、多段真空プレス、連続成形
、オートクレーブ成形機等を使用し、通常、温度１００～２５０℃、圧力０．２～１０Ｍ
Ｐａ、加熱時間０．１～５時間の範囲で成形したり、真空ラミネート装置などを用いてラ
ミネート条件５０～２００℃、０．１～１０ＭＰａの条件で真空或いは大気圧の条件で行
う。絶縁層となるプリプレグ層の厚みは用途によって異なるが、通常０．０２～５ｍｍの
厚みのものが良い。
【００３９】
　銅張積層板２に適用する基材は、絶縁樹脂層４に使用する材料と熱膨張係数が同等であ
ること、若しくは同一材料であることが熱寸法挙動の安定性の面から望ましい。
【００４０】
　本発明で用いる銅箔３は、ＪＩＳＢ０６０１に示す１０点の平均粗さ（Ｒｚ）が２．０
μｍ以上で、且つ５．０μｍ以下のものを用いるのが好適である。銅箔の製造条件は、硫
酸銅浴の場合、硫酸５０～１００ｇ／Ｌ、銅３０～１００ｇ／Ｌ、液温２０～８０℃、電
流密度０．５～１００Ａ／ｄｍ２の条件、ピロリン酸銅浴の場合、ピロリン酸カリウム１
００～７００ｇ／Ｌ、銅１０～５０ｇ／Ｌ、液温３０～６０℃、ｐＨ８～１２、電流密度
０．５～１０Ａ／ｄｍ２の条件が一般的によく用いられ、銅の物性や平滑性を考慮して各
種添加剤をいれる場合もある。
【００４１】
　好ましくは、本発明で用いる銅箔５としては銅箔の厚みが１μｍ以上で、なおかつ銅箔
表面粗さがＲｚで両面とも２．０μｍ以下のピーラブルタイプのものを用いる。ここでピ
ーラブルタイプの銅箔とは、キャリアを有する銅箔であり、キャリアが引き剥がし可能な
銅箔である。例えば、ピーラブルタイプの極薄銅箔の場合、厚み１０～５０μｍのキャリ
ア箔上に剥離層となる金属酸化膜或いは有機物層を形成し、その上に硫酸銅浴であれば硫
酸５０～１００ｇ／Ｌ、銅３０～１００ｇ／Ｌ、液温２０～８０℃、電流密度０．５～１
００Ａ／ｄｍ２の条件、ピロリン酸銅浴の場合、ピロリン酸カリウム１００～７００ｇ／
Ｌ、銅１０～５０ｇ／Ｌ、液温３０～６０℃、ｐＨ８～１２、電流密度０．５～１０Ａ／
ｄｍ２の条件で厚み０．１～３．０μｍの銅箔を形成し、製造される。穴明け性を考慮し
てキャリア箔は銅、ニッケル、錫、亜鉛、クロム、モリブデン、コバルトのいずれか若し
くはそれらの合金が良い。
【００４２】
　銅箔の樹脂接着面に行う防錆処理は、ニッケル、錫、亜鉛、クロム、モリブデン、コバ
ルトのいずれか、若しくはそれらの合金を用いて行うことができる。これらはスパッタや
電気めっき、無電解めっきにより銅箔上に薄膜形成を行うものであるが、コストの面から
電気めっきが好ましい。具体的にはめっき層にニッケル、錫、亜鉛、クロム、モリブデン
、コバルトのうち一種類以上の金属塩を含むめっき層を用いてめっきを行う。金属イオン
の析出を容易にするためにクエン酸塩、酒石酸塩、スルファミン酸等の錯化剤を必要量添
加することが出来る。めっき液は通常酸性領域で行い、室温～８０℃の温度で行う。めっ
きは通常電流密度０．１～１０Ａ／ｄｍ２、通常時間１～６０秒、好ましくは１～３０秒
の範囲から適宜選定する。防錆処理金属の量は、金属の種類によって異なるが、合計で１
０～２０００μｇ／ｄｍ２が好適である。防錆処理が厚すぎるとエッチング阻害と電気特
性の低下を引き起こし、薄すぎると樹脂とのピール強度低下の要因となりうる。
【００４３】
　さらに防錆処理上にクロメート処理層が形成されていると樹脂とのピール強度低下を抑



(10) JP 5413693 B2 2014.2.12

10

20

30

40

50

制できるため有用である。具体的には六価クロムイオンを含む水溶液を用いて行われる。
クロメ－ト処理は単純な浸漬処理でも可能であるが、好ましくは陰極処理で行う。重クロ
ム酸ナトリウム０．１～５０ｇ／Ｌ、ｐＨ１～１３、浴温０～６０℃、電流密度０．１～
５Ａ／ｄｍ２、電流時間０．１～１００秒の条件で行うのが良い。重クロム酸ナトリウム
の代わりにクロム酸或いは重クロム酸カリウムを用いて行うことも出来る。
【００４４】
　本発明においては、防錆処理上にさらにカップリング剤が吸着していることが好ましい
。シランカップリング剤としては例えば、３－グリシドキシプロピルトリメトキシシラン
、２－（３、４－エポキシシクロヘキシル）エチルトリメトキシシラン等のエポキシ官能
性シラン、３－アミノプロピルトリメトキシシラン、Ｎ－２－（アミノエチル）３－アミ
ノプロピルトリメトキシシラン、Ｎ－２－（アミノエチル）３－アミノプロピルメチルジ
メトキシシラン等のアミン官能性シラン、ビニルトリメトキシシラン、ビニルフェニルト
リメトキシシラン、ビニルトリス（２－メトキシエトキシ）シラン等のオレフィン官能性
シラン、３－アリトキシプロピルトリメトキシシラン等のアクリル官能性シラン、３－メ
タクリロキシプロピルトリメトキシシラン等のメタクリル官能性シラン、３－メルカプト
プロピルトリメトキシシラン等のメルカプト官能性シランなどが用いられる、これらは単
独で用いても良いし、複数を混合して用いても良い。これらのカップリング剤は、水など
の溶媒の０．１～１５ｇ／Ｌの濃度で溶解させて室温～５０℃の温度で金属箔に塗布した
り、電着させたりして吸着させる。これらのシランカップリング剤は銅箔表面の防錆金属
の水酸基と縮合結合することで皮膜を形成する。シランカップリング処理後は加熱、紫外
線照射等によって安定的結合を形成する。加熱であれば１００～２００℃の温度で２～６
０秒乾燥させる。紫外線照射であれば２００～４００ｎｍ、２００～２５００ｍＪ／ｄｍ
２の範囲で行う。
【００４５】
　樹脂組成物とシランカップリング剤の組み合わせは、加熱により樹脂組成物中の官能基
とシランカップリング剤の官能基が化学反応するように選択することが好ましい。例えば
、樹脂組成物中にエポキシ基が含まれる場合、シランカップリング剤としてアミノ官能性
シランを選択すると効果がより顕奢に発現される。これは、熱によりエポキシ基とアミノ
基が容易に強固な化学結合を形成し、この結合が熱や水分に対して極めて安定であること
に起因する。このように化学結合を形成する組み合わせとして、エポキシ基－アミノ基、
エポキシ基－エポキシ基、エポキシ基－メルカプト基、エポキシ基－水酸基、エポキシ基
－カルボキシル基、エポキシ基－シアナト基、アミノ基－水酸基、アミノ基－カルボキシ
ル基、アミノ基－シアナト基などが例示される。
【００４６】
　樹脂組成物中に常温で液状のエポキシ樹脂を含む場合、溶融時の粘度が大幅に低下する
ため、接着界面における濡れ性が向上し、エポキシ樹脂とカップリング剤の化学反応が起
こりやすくなり、その結果、強固なピール強度が得られる。具体的にはエポキシ当量２０
０程度のビスフェノールＡ型エポキシ樹脂、ビスフェノールＦ型エポキシ樹脂、フェノー
ルノボラック型エポキシ樹脂が好ましい。
【００４７】
　樹脂組成物に硬化剤を含む場合、硬化剤としては、特に加熱硬化型潜在性硬化剤を用い
ることが好ましい。すなわち、熱硬化性樹脂中の官能基とシランカップリング剤の官能基
が化学反応する場合は、熱硬化性樹脂中の官能基とシランカップリング剤の官能基の反応
温度が熱硬化性樹脂の硬化反応が開始される温度より低くなるように硬化剤を選択するこ
とが好ましい。これにより、熱硬化性樹脂中の官能基とシランカップリング剤の官能基の
反応を優先的、選択的に行うことができるため、銅箔と樹脂組成物の密着性がより高くな
る。エポキシ樹脂を含む樹脂組成物に対する熱硬化型潜在性硬化剤としては、ジシアンジ
アミド、ジヒドラジド化合物、イミダゾール化合物、アミン－エポキシアダクトなどの固
体分散－加熱溶解型硬化剤や尿素化合物、オニウム塩類、ボロントリクロライド・アミン
塩類、ブロックカルボン酸化合物などの反応性基ブロック型硬化剤が挙げられる。
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【実施例】
【００４８】
　以下、図２から図４に示す実施例により本発明を説明する。
　両面に厚み１８μｍの銅箔を有する、公称厚み０．４ｍｍ、サイズ４１０×５１０ｍｍ
の銅張積層板２ＭＣＬ－Ｅ－６７９ＦＧ（日立化成工業株式会社製、商品名）の両面に、
サイズが３６５×４８５ｍｍである銅箔３ＥＣ－Ｍ３－ＶＬＰ－２３（古河サーキットフ
ォイル株式会社製、商品名）を銅張積層板２の中央に均一に、且つ銅箔３の光沢面が銅張
積層板２に対向するように配置し、第１の回路基板１０とした。
【００４９】
　第１の回路基板１０上に、公称厚み０．０４ｍｍ、サイズ４２０×５２０ｍｍのプリプ
レグ４ＧＥＡ－６７９ＦＧ（日立化成工業株式会社製、商品名）を１枚重ね、さらに銅箔
５として、サイズ４４０×５４０ｍｍで、極薄銅箔厚３μｍにキャリア銅箔厚１８μｍが
貼り合わされたピーラブル銅箔ＭＴ１８ＳＤＨ－３（三井金属鉱業株式会社製、商品名）
を、３μｍの銅箔面が上記プリプレグ４と接着するように構成し、温度１７５±２℃、圧
力２．５±０．２ＭＰａ、保持時間６０分の条件にて真空プレスを実施した。プレス後４
０８×５０８ｍｍのサイズとなるよう端部を裁断し、ガイド穴明けを施し、キャリア銅箔
を剥ぐことにより第２の回路基板２０とした。
【００５０】
　第２の回路基板２０に日立ビアメカニクス株式会社製ルータ加工機にてガイド穴を形成
した後、温度１１０±１０℃、圧力０．５０±０．０２ＭＰａにてドライフィルムレジス
トＮＩＴ２２５（ニチゴー・モートン株式会社製、商品名）をラミネートした。その後、
ネガ型マスクを張り合わせた後、平行露光機にて回路パターンを焼付け、１％炭酸ナトリ
ウム水溶液にてドライフィルムレジストを現像してエッチングレジストを形成し、エッチ
ングレジストのない部分の銅を塩化第二鉄水溶液で除去した後、水酸化ナトリウム水溶液
にてドライフィルムレジストを除去し、第１の回路基板との接続をとるための非貫通孔設
置場所となる部分にΦ０．０７ｍｍのコンフォーマルマスク及びレーザー加工時の位置認
識パターンを形成し、第３の回路基板３０とした。
【００５１】
　第３の回路基板３０の両面に炭酸ガスレーザー加工機ＬＣ－１Ｃ／２１（日立ビアメカ
ニクス株式会社製、商品名）によりビーム照射径Φ０．２１ｍｍ、周波数５００Ｈｚ、パ
ルス幅１０μｓ、照射回数５ショットの条件にて１穴ずつ加工し、第３の回路基板３０上
に非貫通孔を形成し、第４の回路基板４０とした。
【００５２】
　第４の回路基板４０を、温度８０±５℃、濃度５５±１０ｇ／Ｌの過マンガン酸ナトリ
ウム水溶液を用いてデスミア処理を施し、無電解銅めっきにて０．４～０．８μｍの厚み
のめっきをした後、電解銅めっきにて１５～２０μｍの厚みのめっきを実施し、第５ａの
回路基板５０とした。これにより、第１の回路基板（内層）と第４の回路基板（外層）と
が、非貫通孔によって電気的に接続されたことになる。
【００５３】
　第５ａの回路基板５０において、第１の回路基板１０における銅箔３ＥＣ－Ｍ３－ＶＬ
Ｐ－２３（古河サーキットフォイル株式会社製、商品名）の配置範囲内においてサイズ３
６２×４８２ｍｍとなるよう、日立ビアメカニクス株式会社製ルータ加工機にて裁断する
ことにより銅張積層板２から分離し、得られる層間接続された絶縁樹脂基板を第６ａの回
路基板６０とした。
【００５４】
　第６ａの回路基板６０の表面の整面を実施し、温度１１０±１０℃、圧力０．５０±０
．０２ＭＰａにてドライフィルムレジストＮＩＴ２２５（ニチゴー・モートン株式会社製
、商品名）をラミネートした。その後、ネガ型マスクを張り合わせた後、平行露光機にて
回路パターンを焼付け、１％炭酸ナトリウム水溶液にてドライフィルムレジストを現像し
てエッチングレジストを形成し、エッチングレジストのない部分の銅を塩化第二鉄水溶液
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で除去した後、水酸化ナトリウム水溶液にてドライフィルムレジストを除去し、配線パタ
ーンを形成し、第７ａの回路基板７０とした。
【００５５】
　図３に示すように、第４の回路基板４０はまた、温度８０±５℃、濃度５５±１０ｇ／
Ｌの過マンガン酸ナトリウム水溶液を用いてデスミア処理を施し、無電解銅めっきにて０
．４～０．８μｍの厚みのめっきをした後、温度１１０±１０℃、圧力０．５０±０．０
２ＭＰａにてドライフィルムレジストＮＩＴ２２５（ニチゴー・モートン株式会社製、商
品名）をラミネートし、ネガ型マスクを張り合わせた後、平行露光機にて配線パターンを
焼付け、１％炭酸ナトリウム水溶液にてドライフィルムレジストを現像してめっきレジス
トを形成し、硫酸銅濃度６０～８０ｇ／Ｌ、硫酸濃度１５０～２００ｇ／Ｌの硫酸銅めっ
きラインにて１５～２０μｍほどパターン電解銅めっきを施し、アミン系のレジスト剥離
液にてドライフィルムレジストを剥離除去した後、めっきが施されていない３ｕｍの銅箔
部を過水硫酸系のソフトエッチング液にて除去し、第５ｂの回路基板５５を得ることがで
きる。
【００５６】
　第５ｂの回路基板５５において、第１の回路基板１０における銅箔３ＥＣ－Ｍ３－ＶＬ
Ｐ－２３（古河サーキットフォイル株式会社製、商品名）の配置範囲内においてサイズ３
６２×４８２ｍｍとなるよう、日立ビアメカニクス株式会社製ルータ加工機にて裁断する
ことにより銅張積層板２から分離し、得られる層間接続された絶縁樹脂板を第６ｂの回路
基板６５とした。
【００５７】
　第６ｂの回路基板６５において、温度１１０±１０℃、圧力０．５０±０．０２ＭＰａ
にてドライフィルムレジストＮＩＴ２２５（ニチゴー・モートン株式会社製、商品名）を
ラミネートした。その後、ネガ型マスクを張り合わせた後、平行露光機にて第１の基板回
路１０の銅箔３ＥＣ－Ｍ３－ＶＬＰ－２３（古河サーキットフォイル株式会社製、商品名
）に対してのみ配線パターンを焼付け、１％炭酸ナトリウム水溶液にてドライフィルムレ
ジストを現像してエッチングレジストを形成し、エッチングレジストのない部分の銅を塩
化第二鉄水溶液で除去した後、水酸化ナトリウム水溶液にてドライフィルムレジストを除
去し、配線パターンを形成し、第７ｂの回路基板７５とした。
【００５８】
　第７ａの回路基板７０及び第７ｂの回路基板７５に対し、ソルダーレジスト形成、金め
っき仕上げを行い、パッケージサイズに切断加工を施すことにより、第８ａの回路基板８
０及び第８ｂの回路基板８５が得られた。
【００５９】
　第８ａの回路基板８０は２層構造の半導体素子搭載用パッケージ基板となるが、図４に
示すように、第５ａの回路基板５０形成後、［００５１］に示す配線を形成する工程を実
施し、得られた銅パターン表面を銅表面粗化液ＣＺ－８１００（メック株式会社製、製品
名）を用いて粗化する。次いで、［００４６］から［００４９］に示す、絶縁樹脂積層を
形成し、非貫通孔を設けて、銅めっきと配線パターンを形成する工程を繰り返し行い、目
的の層数の形成が完了した後、［００５０］から［００５１］に示す絶縁樹脂板の離脱、
配線パターンの形成を施し、ソルダーレジスト形成、金めっき仕上げを行い、パッケージ
サイズへの切断加工を施す工程を実施することにより、３層構造、４層構造、・・・ｎ層
構造の半導体素子搭載用パッケージ基板が形成可能となる。
【００６０】
　この第８ｂの回路基板８５は２層構造の半導体素子搭載用パッケージ基板となるが、図
５に示すように、第５ｂの回路基板５５形成後、得られた銅パターン表面を銅表面粗化液
ＣＺ－８１００（メック株式会社製、製品名）を用いて粗化する。次いで、［００４５］
から［００４８］及び［００５１］に示す、絶縁樹脂積層を形成し、非貫通孔を設けて、
銅めっきと配線パターンを形成する工程を繰り返し行い、目的の層数の形成が完了した後
、［００５３］及び［００５４］に示す絶縁樹脂板の離脱、配線パターンの形成を施し、
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ソルダーレジスト形成、金めっき仕上げを行い、パッケージサイズへの切断加工を施す工
程を実施することにより、３層構造、４層構造、・・・ｎ層構造の半導体素子搭載用パッ
ケージ基板が形成可能となる。
【符号の説明】
【００６１】
　１　支持基板（コア基板）
　２　銅張積層板（支持体）
　３　銅箔
　４　プリプレグ（絶縁樹脂層）
　５　銅箔

【図１】 【図２】
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【図５】 【図６】
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【図７】
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